
CaSi2の MnCl2/NH4Cl処理による Siナノワイヤ/ナノシート複合体の作製 

Synthesis of Si nanowire/nanosheet complex by MnCl2/NH4Cl treatment of CaSi2  
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はじめに：Si系ナノ構造物は毒性がなく資源豊富な材料からなる代表的な物質であり，低次元材

料で発現するバルク結晶にない新しい物性を利用したデバイスへの応用が期待されている。一方

ナノワイヤ/ナノシート複合体は，その表面積の広さ，効果的な電荷輸送から，エネルギー貯蔵，

化学センシング，太陽電池や3D電子フォトニックデバイスへの応用が期待されている．これまで

Siナノシート束はCaSi2よりCaを脱離する事により，またSiナノワイヤはMnCl2をソースとした

CVD法により作製されてきた[1,2]．本研究ではこれらを効率的に組み合わせることによりSiナノ

ワイヤ/ナノシート複合体の作製を試みた． 

実験：Ar雰囲気中にて石英管にCaSi2，NH4Cl及びMnCl2の混合粉末を充填し，ステンレス製の反応

容器に密閉した．続いて反応容器を600~800℃にて0〜30分保持した後，室温まで自然冷却させた．

生成したSiナノワイヤ/ナノシート複合体をエタノールで洗浄した後，乾燥させた．生成した複合

体をFE-SEM，EDS，XRD及びFTIRにより評価した． 

結果：Fig. 1に処理温度800℃にて30分間の熱処理を行った場合に生成したSiナノワイヤ/ナノシー

ト複合体のSEM像を示す。二次元ナノシート上にナノワイヤが密に成長している構造が観察され

た．また，EDS分析よりナノワイヤが生成している場合にはわずかにMnが検出された．当日には，

得られた複合体の詳細な構造評価結果を示すとともに，ナノ構造が生成される生成メカニズムを

考察する予定である。 
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Fig. 1 SEM images of (a) Si nanowire/nanosheet 

complex, (b) enlarged image of Si nanowires on 

the Si nanosheet.  
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